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【緒言】高周波プラズマ化学気相析出(RFPECVD)法は水素化アモルファス炭素膜(a-C:H)を

合成する方法の一つである。高密度の a-C:H膜を合成するためには、基板側に 0.1～5 kV程

度の負バイアス電圧を定常的に印加する方法が報告されている 1)。本研究では、RFPECVD

法を利用し a-C:H 膜構造に与える負パルスバイアス電圧の影響を調査した。 

【実験方法】本研究における試料は、高周波プラズマ CVD法で単結晶(100)シリコンウエハ

基板上に作製した。原料としてベンゼン(和光純薬製 >99%)、キャリアガスとして高純度ア

ルゴン(純度 99.9999%)を用いた。CVD チャンバ内ではダイオード高周波電極にて周波数

13.56 MHz、RF 電力 20 W でグロー放電を発生させ、原料ガスを分解した。ガス流量    

10 cm
3
/min、圧力 0.15 Torr の条件で a-C:H膜を 10分間合成した。合成時に基板側に負パル

スバイアス電圧を 0~0.5 kV 印加した。試料の構造をラマン分光法、密度を X線反射率(XRR)

法装置を用いて評価した。 

【結果と考察】Figure 1 に合成した a-C:H 膜の

XRR法による真密度の結果を示す。a-C:H膜の真

密度は負パルスバイアス電圧が0.0-0.5 kVに増加

するに従って、1.18-1.33 g/cm
3に増大した。Figure 

2 に合成した a-C:H膜のRamanペクトルを示す。

負バイアス電圧 0 kV で合成した a-C:H 膜は

D-bandと G-bandが確認できないことから、ポリ

マー状炭素であることが示唆された 2)。一方で，

負バイアス電圧 0.3，0.5 kV で合成した a-C:H 膜

では、1580 cm
-1付近に G-band，1332 cm

-1付近に

D-band が確認された。不完全な黒鉛構造及び乱

層構造を a-C:H 膜が有していることが示された。

これより、RFPECVD 法において、負パルスバイ

アス電圧を増加させたことにより、イオン衝撃に

よる影響が増加したために、a-C:H 膜の構造がポ

リマー状から乱層構造に変化し、真密度が増大し

たと考えられる。 
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Fig.2. Raman spectra of obtained a-C:H films. 

Fig.1. Relationship between true density and bias 

voltage of obtained a-C:H films. 

第 74 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2013 秋　同志社大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

17p-D1-10

06-040


